
Кремниевые эпитаксиально-
планарные n-p-n транзисторы

2Т630 9

Кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n транзисторы 2Т630А9, 2Т630Б9  в металлокерамическом

корпусе 4601.3-1, предназначенные для работы в ключевых, линейных и других схемах аппаратуры

специального назначения.

Схема расположения выводов (площадок)
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Основные электрические параметры при Токр.=(25±10)ºС

Наименование параметра, 
единица измерения, 
(режим измерения)

Буквенное
обозначение

Норма
2Т630А9 2Т630Б9

не менее не более не менее не более
 Обратный ток коллектор-эмиттер, мкА 
(UKЭ = 90В,  RБЭ  ≤ 3 кОм) IKЭR 1 1

Обратный ток эмиттера, мкА
(UЭБ = 5 В)  IЭБО 0,1 0,1

Статический коэффициент передачи тока
 (UКЭ = 10 В, IК = 150 мА) h21Э 40 120 80 240

Граничное напряжение, В
(IК = 30 мА, tи ≤ 100 мкс, Q ≥ 200 UКЭОгр 90 80

Напряжение насыщения коллектор- эмиттер, В
(IК = 150 мА, IБ = 15 мА) UКЭнас 0,3 0,3

Напряжение насыщения база-эмиттер, В
(IК = 150 мА, IБ = 15 мА) UБЭнас 1,1 1,1

Пробивное напряжение коллектор-эмиттер, В
(RБЭ = 3 кОм, IK = 100мкА) UKЭR проб 120 120

Пробивное напряжение эмиттер-база, В
(IЭ = 100 мкА) UЭБОпроб 7 7

Рассеиваемая мощность  на коллектор, Вт  PK 0,2

Закрытое акционерное общество
«ГРУППА   КРЕМНИЙ   ЭЛ»

Схема
расположени
я выводов 

Назначение

1 База 
2 Коллектор
3 Эмиттер


